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Известны термические переключателиприборы, предназначенные 
для переключений (включения и выключения) в электрических цепях, 
принцип действия которых основан на резком изменение проводимости 
в момент фазового перехода, происходящего при достижении опреде­
ленной температуры (’).

Основной недостаток известных к настоящему времени таких 
термических переключателей—низкая рабочая температура, ограничен­
ная температурой фазового перехода 1 рода, технологическая слож­
ность изготовления и подбора полупроводниковых соединений требуе­
мого переменного состава. Так, в работе (2), подытоживающей резуль­
таты работ в этой области с 1959 года, приводятся данные по полу­
проводниковым материалам, обладающими наилучшими характеристи­
ками максимальным Г?о/К отношением сопротивления в „выключенном" 
и „включенном" состоянии и температурой фазозого перехода. В каче­
стве одного из лучших этими авторами выбрана двуокись ванадия 
\’О2, имеющая температуру фазового перехода лишь 68ЭС при фазо­
вом скачке сопротивлений в 10* раз ('). Статистическая вольтампер- 
иая характеристика (В.\Х) прибора на основе \7О2, подверженного 
длительной технологической обработке с целью дальнейшей рентге­
нографической выборки образцов стехиометрического состава УО2,0։, 
показывающих наибольшую величину Ко/К до 10‘, показана на рис. 1.

Как видно из этого рисунка, ВАХ прибора сильно зависит от 
окружающей температуры и вблизи темпера гуры фазового перехода 
уже при 55 С прибор теряет свои переключающие свойства.

Однако, если применить в качестве полупроводникового материа­
ла для термического переключателя трехокись висмута—В12О3, кото­
рая согласно нашим данным (‘) обладает скачком проводимости, до­
ходящим до 104 раз (рис. 2), при переходе от высокоомной низкотем­
пературной я В12О3 модификации к низкоомной высокотемпературной 

В12О3 модификации, то рабочую температуру термического пере­
ключателя можно повысить во много раз, доведя ее до 100()°К. Для
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практического осуществления такой возможности и снятия соответ­
ствующих характеристик 4/=/ (I) был изготовлен образец весьма 
простой конструкции. Концы двух проводников, диаметром 0,1 мм из 
материала не подверженного взаимодействию с расплавом В12О3, рас­
полагаются на расстоянии до 0,5 мм и закрепляются каплей, застыв­
шей между концами В|2ОЛ, диаметром 0,5 : 1,«ж. Другие два конца 
подключаются к стандартной измерительной схеме (5).

Рис. I. Влияние окружающей темпе­
ратуры на статические ВАХ—при­

бора на основе Х’О2

Рис. 2. Температурная зависимость 
удельного сопротивления трехокнеи 

висмута ВьО3

Рис. 3. Статистическая ВАХ термиче­
ского переключателя на основе В!2Оз 

при высоких температурах
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Типичные 8-образные статистические вольтамперные характеристики 
для температур 845 К и 965 К показаны на рис. 3, из которых видно, 
что даже вблизи максимальной рабочей температуры прибор облада­
ет достаточно высокой переключающей способностью. Сильная зави­
симость ВАХ от температуры позволяет производить се регулирова­
ние путем косвенного подогрева, осуществляемого миниатюрной пе­
чью. Изменяя ток накала этой печки, можно регулировать как соп­
ротивление переключателя, так и точку переключения.

Одновременно, как это видно из рис. 2 и 3, переключатель мо­
жет быть использован как весьма простой и чуткий сигнализатор 
температуры в 1000°К.

Сильная зависимость сопротивления р от температуры 7' для полу­
проводников, применяемых в терморезисторах, у которых в нелиней­
ной части Д’-ехр^-^У где В—коэффициент термической чувствитель­

ности для В1._.ОЛ имеет довольно большую величину, так как В=___

(в), а для В12О3 ширина запрещенной зоны ДЦ7 доходит до А Ц7 ֊ 
= 3,2 эв (:), что в свою очередь определяет большое значение темпера-

.. I ар Втурного коэффициента сопротивления ?= — —, характер­

ного для терморезисторов (*). Все это наряду с сильно выраженной 
зависимостью о /(/՝) (рис. 2) указывает, что термический переключа­
тель до температуры фазового перехода может быть использован и 
как чувствительный терморезистор.
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